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Telefunken Transistor S630T

Datasheet

S630T

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Getaklete Netzgarate
Bezondere Merkmale:
@ In Dreifachdiffusions-Mesa-Technik
@ Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

@ Kurze Schaltzeit

@ Verlustleistung 12,5 W
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Isolierscheiben Best Nr, 515380
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Ueea
Uesm
Kollektorstrom, Mittelwert leay
Kollektorspitzenstrom s
Basisspitzenstram [
Megativer Basisspitzenstrom g
Megativer Basisstrom, Mittelwert
faye = 20 M3 =gy
Gesamiverlustleistung
Tease =85°C Pat
Sperrschichttemperatur 1
Lagerungstemperaturberaich Tog

Kollektor mit
Gehause verbunden

Mormgehduse
3B2DIN 41872
JEDEC TO 3
Gewicht max. 20 g

800 W
1400 W

5 A

75 A

4.0 A

2.5 A

0.1 A
125 W
115 *C
—-85._.+115 C
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Telefunken Transistor S630T Datasheet
Warmewiderstand Min. Tyvp. Max.
Sperrschichl-Gehause Rnuc 1.6 Kiw
KenngroBen
Toase ™ 25 °C
Kollekior-Emitter-Durchbruchspannung
o= 1mA Uiarices 1400 ¥
I = 100 mA, L = 125 mH, Fig. 1,2 Unenceo BOO L
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Ip = 100 ma Uigmesn 5 v
Kollkektor-Emitter-Sattigungsspannung
o= 4.5 (=2 A Ut sal & W
Basis-Emitter-Sattigungsspannung
o= 45Alg=2A Ungen 15 v
DC forward current transfer ratio
Ll'.;_;L--E"U'. [.;-— 10 mdA, h=k 4
Pog=58WV,l-=15A hee a
Transitfrequenz
Uggp= 5V, lc= 100 mA, f= 5 MHz fr T MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat
Upg = 10V, F= 1 MHz Croeo 125 pF
Schaltzeiten
Speicherzelt
le=458lg=18A,
Lg=10pH Iy 10 T
Abfalizel
lo=45A lg="18A,
Lg=10pH Iy 0.7 us

£
u I" = 0,01, t, = 0.3 ms
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S630T
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Fig- 1 MeBschaltung
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Fig. 2 Impulsdiagramm
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